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@ Zuleltungsrahmen und darauf angewendetes Herstellungsverfahren fur Halbleitergehause in ChipgrdlSe 

@ On HeratBiJungaverfahran fur Halblaiterge^auaa in Chip- 

groQe beinhaltet die Schritte abschneBendea Auarichten 

ei'nas Zuleitungarahmena auf einam Wafar. Durchfuhran 

ainaa Draht-Bondana zum alektriachen Varblnden jadar dar 

gastufkan ZuIaHungaa mft einem entaprachenden aua einar 

Vlelzahl von mittlgan Kontafctiarungafeldam auf dem Wafer 

unter Verwendung von matalJischam Oraht, OurchfQhran 

eines VergieSverfahrena, um einen Beralch zu fonnan, dar 

die metaJtischsn Drahta und did ZulaJtungan ainschlre&t* 

aber dia oberata Oberflacho jeder dar Zulaitungen nach 

au6en freilagt, Pfattleran ainaa fattandan nrotaiaaehan Mate- 

riala auf dan nach auBen f rafgelegtan Tall jadar dar Zulaltun- 

gan, und Sagan daa Wafars, um daraus ainzetno HatbJaiter- 

chEpa zu fonnen. Dar Zuiaitungarahmen bamhaitat aine 

>^alzahl von Zulaitungahatteataben, von danan jadar nUt 
^ ainar ontaprachandan Chip-UntartBaungalinJa auf ainam 
Wafer ubaralnatimmt und atne Vialzahl von Zuleitungen, dJa 
^ von iedam Spalten-Zulaitungahaftaatab aua atnandar gegan* 

SCberQagan und sfch ainar vartikalan Mitteninia ]6de9 dar 
Chips nahem. Daa HeretaJlungaverfehren raduziert die ndtf- 
N gan Harstallungsachritta und artalchtart foJgOoh die Maaaen- 
^ produJcdon. 
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Beschreibung (S% (9) abgetremiL £s folgt ein AbschneideprozeBp tun 

die nach auBen abstehenden Tdle vom gefomiten Ge- 
hflusekdrper (7) abztischneiden und dadurch das Halb- 
HINTERGRUND DER ERFINDUNG leitergeh&use in Ghipgi^Be fertigzusteilen» das die Zu- 

5 leiuingen (3) an der unteren OberflSche des GehSnse- 
1. Bereich der Erfindung kdrpers (7) nach auBen freitegt 

Zur HersteUung des hericttmmlidien Halbleiterge- 
Die voiliegende Ernndung betri£ft dn Herstellupgs- hftuses in Chipgrdfie wird der Halbleiterdiip (2) vor der 
verfahren fOr Halbleitergeii2use und besonders emen Durchfahrung des Die-Bondenseinzeln vom Wafer (20) 
Zuleitungsrahmen und ein darauf angewendetes Her- lo abgetrennt DerabgetrennteC!hip(2)wirdaufdemPad* 
stellungsverfahren fflr Halbleitergehause in ChipgrOfie del (1) des Die-FISchenrahmens (8) absdilieSeod ausge- 
zur Vereinfachung von Herstellungsschrinen und um ricbtet»umsomitdemDrabt-Bondenfortzufaiiren. 
dadurch eine Massenproduktion zu erlelchtem. Die einzelne Befestigung des Chips am Paddel erfor> 

dert Jedoch verursacht durch die QberflOssig komplizier* 
2. Beschreibung des Stands der Technik is ten Herstellungsschritte vid Zeit Die komplizierten 

Schritte kOnnen auch eine EuBere Beschtdigung des 
Da die Gr56e von Halbleiterbauelementen in den Chips verursachen und dadurch dessen Froduktivitats- 
letzten Jahren zunehmend minimiert wird. mCssen verbesserungbehindeni. 
Halbleitergehause in der Gr5Be minimiert und dunner 

gemacht werdcn, so daB ein LOC-Halbleitergeh^use (le- 20 ZUSAMMENFASSUMG DER ERFINDUNG 
ad on chip bzw. Zulettung auf dem Chip) entwickelt 

wurde und bei deren Massenproduktlon eingesetzt Esistdeshalb emZieldervorliegendenErfindung.eui 
wird. Herstellungsverfahrm fur Halbleitergehause in Chip- 

Wie in Fig. 1, die ein herkdnunliches LOC-Halbleiter- gr5fie bereitzustellen, das geeignet ist, durch Vereinfa- 
gehause darstellt, gezeigt, wird auf einem Paddel (1) ein 25 chung der Herstellungsschritte die Produktivit&t zu ver- 
Halbleiterchip (2) angebracht, auf dem aufier in dessen bessem. 

Mitte eine Klebstoff-Abdeckschicht ^4) geformt wird, Es ist ein welteres !Qel einen Zuleitungsrahmen zur 
aber der ausgehend von einem Zuleitungsrahmen (9) Herstellung des HalbleltergehSuses in ChipgrOBe ge- 
eine Vielzahi von Zuleitungen (3X die jeweils mehrfache m2B der vorliegenden Erflndung bereitzusteUen. 
Biegungen aufweisen^ bereitgestellt wird. Auf der Mitte 30 Um die oben besdiriebenea Ziele zu eireichen, bein- 
der Oberfl&che des Chips (2) wird eine \^elzahl von haltet das Herstellungsverfahren fttr Halbleitergehause 
Chip-Kontaktienmgsfeldem (5) geformt, von dencn je- in ChipgrdBe gemSB der vorliegenden Erfindung fol- 
des aber einen metallischen Draht (6) elektrisch mit el- gende Schritte: abschlieBendes Ausrichten eines Zulei- 
ner entsprechenden Zuleitung (3) verbunden ist. Eine tungsrahmens auf einem Wafer, wobd der Zuleitungs- 
Epoxid-VerguBmasse (7) wird auf dem Chip f2} ein- 35 rahmen eine Vielzahi von Zuleitungshaltest&benenthait, 
sc^efilich der Zuleitungen (3X der Klebstoffschicht (4)» die jeweils mit entsprechenden Qiip-Untertetlungsli- 
der Chip-Kantakderungsfelder (5) und der metallischen nien auf dem Wafer ClbereiiKtinunen, und wobei von 
Drfihte (6) geformt, wobei die obere Oberfl&rhe eines an jedem dieser St&be aus eine Vielzahi von gestuften Zu- 
den Zuleitungsrahmen (9) angrenzenden Teils jeder Zu- leitungen bis zu einer bestimmten Entfemung verlauft 
leitung(3)nachau3enfreigelegtwird. 40 und worin der Wafer eine Vielzahi von Chips fOr mittige 

Mit Bezug auf Fig. 2A bis 2E wird jetzt das Herstd- Kontakderung enthftlt, die jeweils unterteilt sind, um 
lungsverfahren fur das so aufgebaute herkdmmlicbe dadurch voneinander abgetrennt zu werden; DurchfOh- 
Halbleitergehause in Chipgr6Be beschriebea ren eines Draht-Bondens zum. elektrischen Veihinden 

Zunachst wird wie in Hg. 2A gezeigt ein Die-Bond- jeder der Zuleitungen roit einem entsprechenden aus 
prozeB zum Anbringen des Halbleiterchips (2) auf dem 45 der Vielzahi von mittigen Kontakderung^eldem auf 
von einem Die-Fiachenrahmen (8) ausgehenden Paddel dem Wafer durch Verwendung metallischer Drahte; 
(1) durchgefuhrt. Auf dem Die-Fiachenrahmen (8) mit DurchfOhren eines VergieBvorgangs zum Formen eines 
dem darauf befindlichen Chip (2) wird der Zuleitungs- die metallischen Drflhte und die Zuleitungen einschiie- 
rahmen (9) ausgerichtet, der fQr eine mittige Kontaktie* fienden Berelchs, wfihrend eine oberste Oberflflche je- 
rung geeignet ist und von dem aus die Vielzahi von 50 der der gestuften Zuleitung«i nadi auBen freigeiegt 
Zuleitungen (3) mit jeweils mehrfachen Biegungen darin wird; Plattieren eines leheoden metallischen Materials 
verlaufL Dann wird ein Sdtwei&prozeB durchgefuhrt, auf einen nach auBen freigelegten Teil jeder der Zulel- 
um den Die-FI^enrahmen (8) mit dem Zuleitungsrah- tungen; und Sflgen des Wato^ um daraus einzelne 
men (9) zu verbindea Halbleiterchips ru formen. 

Wie in F!g.2B gezeigt wird rait den metallischen 55 Der Zuleitungsrahmen eines Gehauses fOr einen 
Drahten (6) ein Draht-BondprozeB durchgefOhrt, um Halbleiterchip enthSlt femer eine Vielzahi von Zuiei- 
jedes der auf der Mitte der Oberfl&che des Chips (2) tungshakestaben, von dcnea jeder mit einer entsprc- 
geformten Qiip-Kontaktierungsfelder (5) elektrisch mit chendcn Chip-Untmeilungslinie auf einem Wafer Qber- 
einer entsprechenden Zuleitung (3) zu verbindea einstinunt, und eine Vielzahi von Zuleitungen, die einan- 

Dann wird wie in Hg. 2C gezeigt der durch Schwei- 00 der gegenaberliegend von jedem Zuieitungsstab aus in 
Ben mit jedem der Rahmen (8), (9) verbundene Chip (2) Richtung einer vertOcalen MitteOinie jedes der Chips 
in einem m der Oberfl&che eber unteren Form (12) verlaufen. 
geformten Hohlraum (13) ausgerichtet Als niU^hstes 

wird eine obere Form (11) an der unteren Form (12) KLURZE BESCHREIBUNG DER ZHCHNUNGEN 
bef estigt und eine VerguBmasse (7) wird in eine Entlilf- 65 

tungsdffnung(12a)iQjiziert 1 ist eine SchnittansiGht eines hericteunlichen 

Wie in F!g. 2D gezeigt werden die Formen (II), (12) Halbleiteigefaflusesxn ChipgiOBe; 
nach AbschluB des VergieBprozesses von den Rahmen Ftg. 2A ist eine perspekti^scbe Explosionaansicht des 
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Geh^uses von Hg. 1 zur Beschreibimg von dessen Die- 
Bonden und RahmenschweiBen; 

Fig. 23 1st eine perspektlvische Ansicht des zusam- 
mengesetzten Gehauses von FSg. 2 zur Darstellung ei- 
nes Draht'BondsGhritts; 

F|g.2C ist erne perspektivische Ansicht des her- 
kAmmlidien Prozesses zur Herstellung eines Halblei- 
tergehauses m ChipgrdBe zur Darstellung eines Ver- 
gieSschritts; 

Fig. 2D ist eine perspektivische Ansicht des fertigge- 
stellten herkOmmlichen Haibleitergehfiuses; 

Fig; 2E ist eine Ansicht des fertiggestelhen herkdinm- 
lichen Halbleitergdituses von unten; 

F2g. 3 ist dne Aufsicht auf einen Halbleiterwafer mit 
einer Vielzahl von mittxgen Kontaktientngsfeldem auf 
jedem von dessen Chipbereichen; 

Fig; 4 ist eine Atifsicht auf einen Zuleitungsrahmen 
gemiB der vorliegenden Erfindung; 
Fig. 5 A ist eine Aufsicht auf einen auf elnem Halblei- 
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IS 



richten. dafi sie jeweils mlt den entsprechenden Chip- 
Uaterteilungslinien in F!g. 3 ubereinstimmen und dann 
werden der Rahmen (3D) und der Wafer (20) durch eine 
Klebstoff-Abdeckschicht (40) abschlieBend aneinander 
befestigt, wodurch die Vielzahl von Qber jeden der 
Chips (21) veriaufenden Zuleitungen (32) auf jeder Seite 
der mittigen Kontaktieningsf elder (21 a), die auf der 
Mitte jedes Chips (21) aufgereiht sind, ausgerichtet wird 
Dann wird wie in Fig>5B and 5C gezdgt ebi Draht- 
BondpitizeB unter Verwendung metaliischer Drflhte 
(50) durd^efOhrt urn jede Zuleitung (32) elektrisch mit 
einem entsprechenden mittigen Kontaktierungsfeld 
(21a) zu veibindea 

Danach wird wie in Hg. 5D gezetgt ein Formprozefi 
unter Verwendung einer Epoxid-VerguBmasse (60) 
durchgefuhrt» um jedes Halblettergehause einschlieBlxdi 
der metalUschen DrShte (SO), der mittigen Kontaktie* 
ningsfdder (21a) und der Zuleitimgen (32) abzudicfaten, 
jedoch die oberste Oberfldche jeder der Zuleitungen 



terwafer angebrachten Zuleitungsrahmen der vorlie- 20 (32X die Stufen oder Biegungen aufweisen, nach auBen 



genden Er^ndung; 

Fig. 5B ist eine Aufsicht, die einen Draht-BondprozeB 
gemaB der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 5C 1st erne Schnittansicht entlang der Linie A-A 
inF1g.5B; 

Fig. 5D ist eine Schnittansicht eines Chipgehauses ge- 
ni2B der vorliegenden ErHndung zur Darstellung eines 
VergieBprozesses; und 

Fl^ ist eine Schnittansicht eines Chipgehfiuses ge- 



freizuiegexL 

We in Fig. 5E gezeigt, wird auf jeder der nach auBen 
freigelegten Zuleitungen (32) ein PlattierprozcB unter 
Verwendung eines Idtenden metallischen Materials (70) 
25 durchgefOhrt bei dem es wflnschenswert ist daB das 
lextende metaliische Material (70) ein Lot ist um darauf 
eine Elektroplattierung anzuwenden. 

Schliefilich wird entlang jedem Zuleitungshaltestab 
(31) des Zuleituiigsrahmens (30) ein SdgeprozeB durch- 



mfiB der vorliegenden Erfindung zur DarsteOung emes 30 ge^lhrt um so einzehie Halbleiterdups zu formen und 



Plattterprozesses. 

AUSFOHRUCHE BESCHE^IBUNG DER 
ERFINDUNG 

Mit Bezug auf die beigefugten Zeidmmgen wird 
jetzt das Herstelituagsverfahren fOr Halbidtergehause 
in ChipgrdBe gem&B der vorliegenden Erfindung be- 
schrieben. 



dadurch die Halbleitergehfiuse in ChipgrOfie gemSB der 
vorliegenden Erfindung fertigzustellen. Da die Breite 
jedes Zuleitungsiialtestabs (31) kieiner als die Dicke des 
zerschnittenen Wafers (20) geformt ist wird zu diesem 
35 Zeitpunkt jeder Zuleitungshaltestab wihrend des Sige- . 
prozesses vollst&idig entf emt 

Wie oben beschrieben wird beim Herstellungsverfah- 
ren ffir Haibleitergefa&use in ChipgrdBe gem&6 der vor- 
liegenden Erfindung der Zuleitungsrahmen abschlie- 
Wie in Fig. 3 gezeigt ist ein Wafer (20) in ein Gitter 40 Bend am Wafer angebracbt begleltet von den Schritten 



aus einer Vielzahl von Dies oder Chips (21) unterteilt 
von denen jeder spater davon abgctrennt werden kann. 
Auf der Mltte jedes der Chips (21) ist eine Vielzahl von 
mittigen Kontaktierungsfeldem (21a) hi emer Linie ge- 
fonnt 45 

Mit Bezug auf Fig. 4 verlduft eine Vielzahl von Zulei- 
tungshaltestaben (31) zum Halten mehrerer Zuleitun- 
gen (32) entlang den Zeilen- und SpaltenUnien eines 
Zuleltungsrahmens (30)l Die Zuleltungshaltest^e (31) 
sind jeweils so eixigerichtet daB sie mit entsprechenden 50 
Ciiip-Unterteilungslinien des Wafers (20) in F!g. 3 uber- 
einstimmen. 

Innerhalb jedes der von den Zuleitungshaltestaben 
(31) unogebenen Gitter verlaufen die Zuleitungen (32) 
jeweils von jedem Spalten-Zuleitungshaitestab (31) bis 55 
zu einer bestimmten Entf emung in Richtung der verti- 
kalen Mittellinie jedes der Gitter, um dadurch das Ver- 
packen eines Halbleiterchips mit mittigen Kontakde- 
rungsfeldem zu erleiditern. Jede Zuleitung (32) weist 
auch mehr als eine Biegung oder Stufe at^ und es ist 
wOnschenswert daB die Breite jedes Zuleitungshalte- 
stabs (3 1) kieiner als die Dicke des Wafers (21) ist. 

Nun wird das Hersteiiungsverfahren fOr Halbleiter* 
geh&use in ChipgrdBe gemSB der vorliegenden Erfin- 
dung beschrieben. 55 

Zun&chst wird wie in Fig. 5A gezeigt der Zuleitungs- 
rahmen (30) von Fig. 4 auf dem Wafer (20) von Fig; 3 
angebracht um die Zuleitungshaltestflbe (31) so auszu- 



Draht-Bonden und V«rgieBen sowie schliefilich Tren- 
nen der einzelnen Chips vondnander, wodurch die noti- 
gen HersteDungsschritte reduzlert werden und folglich 
die Massenproduktion erleichtert wird 

^tentansprOche 

L Hersteiiungsverfahren fur HalUeitergehause in 
ChipgrdBe mit den Schritten: 
abschlieBendes Ausrichten eines Zuleituiigsrah- 
mens (30) auf einem Wafer (20), wobei der Zulei- 
tungsrahmen (30) eine Vielzahl von Zuleitungshal- 
tes^exi (31) beinhaltet die jewdls mit einer ent- 
sprechenden Chip-Unterteilungsiinie auf dem Wa- 
fer (20) Ubereinstimmen* und wobei von jedem die- 
ser Stabe (31) aus eine ^eizahl von gestuften und 
gebogenen Zuleitungen (32) bis zu eber bestimm- 
ten Kitfemung veri&uft und wobei der Wafer (20) 
eme Vielzahl von Chips (21) fur mittige Kontalttie- 
rung (21a) enthdlt die darin jeweils imterteHt sind, 
um dadurch voneinander abgetrennt zu werden; 
DurchfOhren eines Draht-Bondens zum elektri- 
schen Verbinden jeder der Zuleitungen (32) mit ei- 
nem entsprechenden aus der Vielzahl von mittigen 
Kontaktierungsfeldem (2ta) auf dem Wafer (20) 
durch Verwenduiig von metallisdiem Draht (SO); 
Durcfaftlhren eines Vergiefien^ um einen Bereich 
(60)^ der die metallischen Leiter (50) und die Zulei- 
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tungen (32) enthsit» zti formeo, aber eine oberste 
Oberfl^e jeder der Zuleituog^ (32) nacfa aufien 
frdzulegen; 

Plattieren eines leitenden metallischen Materials 
(70) auf dem nach auBen frdgelegten Teil jeder der 5 
Zuleituagea (32); und 

Sflgen des Wafers (20)» urn daraus einzelne Halblei- 
terchips zu fonnen. 

Z Verfahren ziach Anspruch I, ba. dem fOr den 
Platderschritt ein Eldctroplattierveifahreii euge- iq 
seutwird. 

3. Verfahren oach Anspruch 1, be! dem eine fCeb- 
stoff-Abdeckscfaicht (40) aufgebracht wird» um den 
Zuleitungsrahmen (30) mit dem Wafer (20) zu ver- 
binden. 15 

4. Verfahren nach Anspnich 1, bei dem fQr den 
Formschritt eine Epoxid-VerguBmasse verwendet 
wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das leitende 
metallische Material (70) ein Lot ist 20 

6. Zuleitungsrahmen (30) fur ein Haibleiterchipge- 
hause, der umf afit: 

eine Vieizahi von Zuldtungshaltestaben (Bt), von 
denen jeder mit einer entsprechenden Chip-Unter> 
teilungslinie auf ^em Wafer (20) dbereinstimmt; 25 
und 

eine Vieizahi von Zuleitungen (32\ die von Spalten- 
Zuieitungshaitestaben (31) aus verlaufen und sicfa 
einer vertxkalen Mittelluxie rwiscfaen diesen nahem. 

7. Zuleitungsrahmen nach Anspruch 6, bei dem die 30 
Vieizahi von Zuleitungshaltest&ben (31) ein recht- 
winkiiges Gitter bildet 

8. Zuleitungsrahmen nacfa Anspruch 6^ bei dem jede 
der Zuleitungen (32) mehr als eine darin geformte 
Stufe aufweist 35 

9. Zuleitungsrahmen nach Anspruch €^ bd dem jede 
der Zuleitungen (32) mehr als eine darxn geformte 
Biegung aufweist 

10. Zuleitungsrahmen nach Anspruch 6, bei dem 
eine Breite jedes der Zuleitungshaltestflbe (31) kiei- 40 
ner als eine Dicke des Wafers (20) ist 



Hierzu 7 Seite(n) jgeichmmgen 

45 



50 



60 



65 



- Leerseite - 



ZBCHNUNQEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI 

Offenlegungstag: 



OE19712S51 Af 
H01L 21/50 
20. November 1897 



FIG. 5C 




FIG. 5D 



32 



50 21a 60 



32 




FIG. 5E 



70 32 50 21a 



32 70 




7020«7/513 



ZBCHNUNOEN SETTE 2 



Nummer: OE 197 12 981 A1 

lntCL«: H01L 21/50 

Offanlegungstag: 20. November 1 997 



FIG. 1 

STAND DERTECHNIK 




2 1 



FIG. 2A 

STAND DERTECHNIK 





FIG. 2B 

STAND DERTECHNIK 



Mummer: OE 1S7 12 55f At 

'nt.CI.«: HOIL 21/60 

OffenleQungstag: 20. November 1997 



FIG. 2C 

STAND DER TECHNJK 
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STAND DER TECHNIK 
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FIG. 2E 
STAND DER TECHNIK 
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